VQ 121 -]

GaAs-Infrarotemitterdiode in  Allplast-Linsen-Ver-
kappung.

Durch ihre duBere Gestaltung ist der Aufbau von
Diodenzeilen moglich.
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Grenzwerte (¢ 4 = 25°C) min, max.
DurchlaBgleichstrom I - 50 mA
StoRdurchlaBstrom
(Einzelimpuls tp = 10 us) IEsm = 1.5 A
Sperrgleichspannung Ur - 4 V
Gesamtverlustleistung Peot — 100 mW
Waéarmewiderstand Repy 0,65 — K/'mW
Betriebstemperatur #q -40 85 °C
Lagerungstemperatur Pstg —50 100 °C
Sperrschichttemperatur ; - 90 °C
Kennwerte (# 4= 25°C) min. typ. max.
DurchlaBgleichspannung
Strahlungsleistung
g = 50 mA (@ = 30° @, 0,7 1,3 mW
Strahlungsleistung
I = 50 mA, @eges - 5.3 - mWw
(gesamt)
Wellenlédnge der
max. Emission
[F = 50 mA ;"H‘IOK e Q40 — Nnm
Spektrale Bandbreite AR - A0 - nm
Sperrgleichstrom
Up =3V Ip - - 10 uA
Schaltzeiten
von 10 0,!0 auf 90 ﬂfg t - 1.0 - 1S

Ig = 50 mA t - 1,0 — us



